





















自 井 宏 子
博 士(工 学〉
第 9 9 9 9 号
平成 4 年 1 月 22 日













































子歪みが大きい比抵抗107，...._， 109 Q cm の膜で高い着色効率と速い着色応答が得られる。
(4) 酸化タングステン膜の』性質以外に着色過程を律速する因子は，透明導電膜のシート抵抗，酸化タ
ングステン膜の厚さ，印加電圧であり，消色過程を律速する因子は，透明導電膜シート抵抗と注
入電荷量であるo
(5) セルを着色する場合，低電圧駆動時は酸化タングステン膜と電解液界面での電荷移動が反応を律
速するo 高電圧駆動時は酸化タングステン膜中での電荷移動が反応を律速する。
(6) 多結晶W03 膜をエレクトロクロミズムで着色すると，膜はプロトンと電子が膜中に注入されて，
HoぉW03 の組織の多結晶膜に変わるO
(7) 実用上必要な光学密度0.5程度の鮮明な安定した動作特性を得るためには，対向電極にも酸化タ
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ングステン膜を用いた対称型構造の素子が適しており，酸化タングステン膜厚さを125n m以上，
注入有効電荷量を15mC/cnr，印加電圧を3.0V以下に設定する必要がある。
以上の様に本論文は，酸化タングステン膜の物性とその製法，形成条件依存性，エレクトロクロミ
ズムの律速過程を明らかにしたのみならず これを素子化する上で重要な因子とその設計値を示して
おり，電子工学の発展に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認
める。
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